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1 はじめに

近年のCMOSプロセスの微細化によってTr性能が向
上する一方、オンチップ受動素子の特性は劣化し、また

そのモデリングがいっそう難しくなっている。差動回路

の設計では回路の高い対称性が要求されるが、VCOや
差動 LNAなどに用いられる差動インダクタには周囲回
路に起因する非対称性が存在する。本研究では周囲回路

からの差動インダクタのミスマッチへの影響を解析した。

2 差動インダクタの解析手法

[1]に提案される多ポートのインダクタの解析手法を 3
ポートにおいて適用し、差動インダクタの解析を行う。

この手法によって 3ポート Yパラメータから図 1に示
すような非対称性が考慮された等価回路を求めることが

できる。このとき測定から求められるインダクタのYパ
ラメータ Ymeas から

ysubn =
3∑

i=1

ymeasni (1)(
z1 −jωM12

−jωM21 z2

)
=

(
ymeas11 − ysub1 ymeas12

ymeas21 ymeas22 − ysub2

)−1 (2)

のように等価回路のパラメータが得られる。

3 シミュレーション

アンソフト社の電磁界シミュレータHFSSを用いて図
2に示すような 1巻と 2巻の差動インダクタの周囲回路
からの影響をシミュレーションした。周囲回路の非対称

性は片側に配置したダミーグラウンドを∆xだけ近づけ

ることによって表現した。前述した解析手法により、差

動インダクタの左右のインダクタンスを

Ln =
Im[zn]

ω
(3)

と定義し、L1と L2のミスマッチと∆xの関係をプロッ

トした結果を図 3に示す。2巻では 1巻と比較して周囲
回路からの影響が低減されている。その理由として次の

ことが挙げられる。1巻では L1 側のほうが L2 側より

もダミーグラウンドに近いので、影響の受け方に L1と

L2 で差が生じてミスマッチが生まれる。一方で 2巻で
は L1 側と L2 側でダミーグラウンドとの距離差は小さ

く、ミスマッチを低減することができる。
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図 1 差動インダクタの等価回路
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図 2 シミュレーションモデル
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図 3 左右の Lのミスマッチ

4 まとめ

本研究では１巻と 2巻の差動インダクタにおける周囲
回路からの非対称性への影響を比較した。その結果、2
巻では 1巻と比較してその影響を低減可能であることが
示された。
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